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Abstract

we血ave measpred血e Q坤Iit powers, slope efficiencies,孤d os血a血血thr表holds of two laser

diode-pumped TmrYAG microchip lasers having two different resonator confi甲rations (monolithic

and hybrid). In addition, the modulation of the output power was achieved when ac voltage was

applied to the KNbO3 output m血or of the hybrid resonator laser, operated at slightly above the

threshold.

1､はじめに

アイセーフ波長のレ-ザは環頃計測や医療等に応用するため¢新しいレ-ザ光源として

期待されている｡り特に2 fim近傍で発振するTm及びH､Oをドープした固体レ-ザはLD

励起が可能な小型高効率レ-ザとして応用が期待されている　I H Iではリモートセンシ

ング用＼アイセーフ光源としてLD励起Tm, Ho : YAG及びTm : YAGマイクロチッ

プレーヂについて,その基礎特

性を評価しセきた1) ｡マイク

ロチップレ-ザの問題点は､
/^L

レ-ず出力ヾ発振波長等の能

動的な制御が困華である点に

ある｡その問題を解決するた

めに､ Tm:YAGマイクロ

チップェレメントと､ KNb

O3結晶による出力鏡により

構成されたハイブリット共振

器を試作し､その特性をマイ

クロチップレ-ザの結集2)と

比較したので報告する｡

2､試験装置

Tm (6at%):YAG
Micro血軸Laser Crystal

(t=カ3 nan) 脚も03 Crystal

HR @ 785n甲
HT@ 2u皿

図1､Tm:YAGハイブリッドレ-ザ

図1に試作したTm : YAGハイブリッド共振器の概念図を示す｡この装置は､半導体

レ-ザ励起の端面励起型のTm : YAGレ-ザ衰置で､共振器は厚さ0.台mmのTm (6

a t%) :YAG結晶と､外部鏡として使用するb軸カットのKNbO　結晶から構成され

ているO発振波長7 8 5 nmのLD光は､集光光学系によりTm :YAG結晶端面に集光さ

れる.レ-ザ発振は励起光入射面に施した2 Ⅱ皿に対するfIRコーティングと､反対面の

ARコート面に近接して設置したKNbO結晶面にコートした部分反射コーティング(9

3



9.5%R　@2jun)との間で行

われる｡発振したレ-ザビーム

はKNbO　の反対面から出力

される｡この共振器はKNbO

結晶の逆圧電効果を利用して共

振器長の制御を行う　Tm: YA

G結晶の励起光入射面及び

KNbO　結晶のレ-ザ出力面

を固定し､ KNbO　結晶に電圧

を印加し､逆圧電効果により結

晶を歪ませることによりレ-ザ

縦モードが共振器長に対応して

変化し､結果として発振出力の

制御をおこなうことができた｡

3､結果
図2に6%Tm:YAG (結

晶長0. 5mm)のマイクロチ

ップレ-ザと6%Tm:YAG

(結晶長0.3mm)のハイブリ

ッド共振器の結晶温度2 0度に

おける励起光の吸収パワーに対

するレ-ザ出力特性の比較を示

す｡この図より､マイクロチッ

プレ-ザの方が発振開催が低く

しかもスロープ効率が高い.こ

れは､共振器内の損失の違いが

主原因である｡

図3はKNbO　結晶へ交流

電圧を印加した場合のレ-ザ出
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図2､レ-ザ出力特性
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図3､レ-ザ出力の変調特性

カの変調特性を測定した結果であるO　この図より､吸収パワーが大きくレ-ザ出力が高い

場合には出力の印加電圧による変化は小さいが､レ-ザ出力が低下するに従いレ-ザ出力

は大きく変調を受けるようになり､発振開催近傍で変調出力が最大となった｡
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